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EV Group revolutioniert 3D-Integration vom Advanced Packaging bis zur Transistor-Skalierung
mit NanoCleave™ Layer-Transfer-Technologie

IR-Laser-Cleave-Technologie erméglicht nanometergenauen Layer-Transfer durch Silizium, eliminiert
Glassubstrate beim Advanced Packaging und erméglicht die 3D-Stapelung diinnster Schichten

ST. FLORIAN, Osterreich, 12. September 2022 — EV Group (EVG), ein fiihrender Entwickler und
Hersteller von Anlagen fur Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie,
Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie, stellte heute mit NanoCleave™ eine revolutionére
Schichtablésetechnologie fir Silizium vor, die das Stapeln ultradiinner Schichten fiir die Front-End-
Bearbeitung erméglicht. Damit werden fortschrittliche Logik-, Speicher- und Leistungsbauteile sowie
Advanced Packaging-Anwendungen adressiert. NanoCleave ist eine vollstandig Front-End-kompatible
Layer Release-Technologie, die einen Infrarot (IR)-Laser verwendet, der Silizium durchdringen kann, das
fur diese IR-Laserwellenlange transparent ist. In Verbindung mit dem Einsatz speziell
zusammengesetzter, anorganischer Schichten ermdglicht diese Technologie eine durch IR-Laser
eingeleitete Ablésung beliebiger ultradiinner Filme oder Schichten von Siliziumtragern mit
Nanometerpréazision.

Als Ergebnis ermoglicht NanoCleave die Verwendung von Silizium-Tragerwafern in Advanced Packaging-
Prozessen wie Fan-out Wafer-level Packaging (FoOWLP) unter Verwendung von gemoldeten und
rekonstituierten Wafern sowie von Interposern fiir 3D Stacked ICs (3D SIC). Gleichzeitig ermdglicht die
Kompatibilitdt mit Hochtemperaturprozessen vollig neuartige Prozessablaufe fur 3D-1C- und sequenzielle
3D-Integrationsanwendungen. Durch die Mdglichkeit des Hybrid- und Fusionsbondens selbst ultradiinner
Schichten auf Siliziumtragern wird die 3D- und Heterogene Integration sowie der Materialtransfer in
hochskalierten Transistordesigns der ndchsten Generation revolutioniert.

Auf der SEMICON Taiwan, die vom 14. bis 16. September im Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1
(TaiNEX 1) stattfindet, werden hochrangige Vertreter des Unternehmens zur Diskussion Uber den
Durchbruch in der IR-Laser Layer-Transfertechnologie zur Verfiigung stehen. Mehr Informationen findet
man am EVG-Stand Nr. L0316 (4. Stock).

Siliziumtrager kommen Anwendungen wie der 3D-Stapelung und Back-End-Verarbeitung zugute
Bei der 3D-Integration sind Tragertechnologien fiir die DUnnwaferbearbeitung der Schlissel zu Systemen
mit héherer Leistung und Interconnect-Bandbreite. Glastrager haben sich als Methode fir den Aufbau
von Device-Schichten durch temporéres Bonden mit organischen Bondmaterialien bzw. Klebstoffen
etabliert. Dabei wird Ublicherweise ein Laser mit Wellenlangen im ultravioletten (UV) Bereich eingesetzt,
um die Klebstoffe aufzulésen und die Bauteilschichten freizusetzen, die anschlielend permanent auf den
endgultigen Produktwafer gebondet werden. Glassubstrate lassen sich jedoch nur schwer mit
Halbleiterfertigungsanlagen verarbeiten, die in erster Linie fur Silizium ausgelegt sind und zur
Verarbeitung von Glaswafern kostspielige Aufristungen erfordern. Darliber hinaus sind organische
Klebstoffe im Allgemeinen auf Verarbeitungstemperaturen unter 300 °C beschrankt, was ihre
Verwendung auf die Back-End-Verarbeitung beschrénkt.

Indem der Einsatz von Siliziumtragern mit anorganischen Release-Layern ermdglicht wird lassen sich
diese Temperatur- und Glastragerkompatibilitatsprobleme vermeiden. Daruber hinaus erdffnet die
Nanometer-Préazision des IR-Laser-gestitzten Ablésens bzw. Spaltens die Mdglichkeit, extrem diinne
Device-Wafer zu bearbeiten, ohne die etablierten Verfahren zu andern. Das anschlie3ende Stapeln solch
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duinner Bauelementeschichten erméglicht Verbindungen mit héherer Bandbreite und eréffnet neue
Méoglichkeiten fur die Entwicklung und Segmentierung von Dies bzw. Chips fir Hochleistungssysteme der
nachsten Generation.

Transistor Nodes der nachsten Generation erfordern neuartige Layer-Transfer-Prozesse
Gleichzeitig erfordern die Transistor-Roadmaps fiir die Sub-3-nm-Knoten neue Architekturen und Design-
Innovationen wie vergrabene Stromleiter (,buried power rails®), die riickseitige Stromversorgung
(,backside power delivery networks®), komplementare Feldeffekttransistoren (complementary field-effect
transistors bzw. CFETS) und sogar ,2D atomic channels®, die alle den Schichttransfer extrem diinner
Materialien erfordern. Siliziumtrager und anorganische Trennschichten unterstiitzen die Anforderungen
an Prozessreinheit, Materialkompatibilitdt und hohe Verarbeitungstemperaturen fir Front-End-
Fertigungsablaufe. Bisher mussten die Siliziumtréger jedoch durch Prozessschritte wie Schleifen,
Polieren und Atzen vollstandig entfernt werden, was zu Schwankungen im Mikrometerbereich auf der
Oberflache des aktiven Device-Layers fiihrte und diese Methode flr das Stapeln diinner Schichten bei
fortgeschrittenen Nodes ungeeignet machte.

Die neue NanoCleave-Technologie von EVG nutzt einen IR-Laser und anorganische Release-
Materialien, um das Laser-Debonding auf Silizium mit Nanometerprazision zu erméglichen. Dies macht
Glassubstrate fur Advanced Packaging tiberflissig, was Temperatur- und Glastrager-
Kompatibilitatsprobleme vermeidet und die Ubertragung ultradiinner Schichten (ein Mikrometer und
darunter) Uber Trager in der Front-End-Verarbeitung erméglicht, ohne die bestehenden, etablierten
Prozesse zu verandern. Die Nanometer-Prazision des neuen EVG-Prozesses unterstitzt die Roadmaps
fur fortschrittliche Halbleiterbauelemente, die diinnere Bauelementeschichten und Packages, eine
starkere heterogene Integration und geringere Bearbeitungskosten durch Dinnschichttransfer und den
Verzicht auf Glassubstrate fordern.

"Die Skalierung von Halbleitern ist aufgrund engerer Prozesstoleranzen zunehmend komplexer und
schwieriger geworden", so Paul Lindner, Executive Technology Director bei EV Group. "Die Industrie
braucht neue Prozesse und Integrationsansétze, um eine héhere Integrationsdichte und Performance der
Devices zu ermdglichen. Unsere NanoCleave-Schichtabldsetechnologie ist eine bahnbrechende
Entwicklung fir die Skalierung von Halbleitern durch die Stapelung diinner Schichten und Dies und hat
das Potenzial, die drangendsten Anforderungen der Industrie zu erfiillen. NanoCleave wird unseren
Kunden dabei helfen, ihre zukunftsweisenden Device- und Packaging-Roadmaps mit Hilfe einer auf3erst
vielseitigen und universellen Layer Release-Technologie zu verwirklichen. Diese funktioniert mit
Standard-Siliziumwafern und -Waferbearbeitungsprozessen, was eine nahtlose Integration in der Fab
ermdglicht und unseren Kunden sowohl Zeit als auch Geld spart.”

Einzigartige IR Laser-Technologie

Bei der NanoCleave-Technologie von EVG wird die Rickseite des Siliziumwafers mit einem IR-Laser
belichtet, der eine spezielle Wellenlange nutzt, fur die Silizium transparent ist. Eine anorganische
Trennschicht, die durch Standardbeschichtungs- bzw. Abscheidungsprozesse in den Siliziumstapel vor-
eingebaut wird, absorbiert das IR-Licht, was zur Spaltung des Siliziums in einer vorbestimmten und
genau definierten Schicht oder Flache fuhrt. Durch die Verwendung anorganischer Trennschichten
kénnen prazisere und diinnere Trennschichten verwendet werden (im Bereich von einigen Nanometern,
im Vergleich zu einigen Mikrometern bei organischen Klebstoffen). Dartiber hinaus sind die
anorganischen Release-Layer mit der Hochtemperaturverarbeitung (bei bis zu 1000 °C) kompatibel, was
den Layer-Transfer in vielen neue Front-End-Anwendungen wie Epitaxie, Beschichtung bzw.
Abscheidung und Annealing ermdglicht, bei denen organische Klebstoffe inkompatibel waren.
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Verfugbarkeit
Die NanoCleave-Schichtablosetechnologie von EVG kann bereits in den ReinrfAumen am Hauptsitz des
Unternehmens demonstriert werden.

Uber EV Group (EVG)

Die EV Group (EVG) ist anerkannter Technologie- und Marktfihrer fiir Prazisionsanlagen und
Prozesslésungen zur Waferbearbeitung in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und
Nanotechnologie. Zu den Kernprodukten gehdren Waferbonder, Systeme zur Dinnwafer-Bearbeitung,
Lithographie- und Nanopragelithographie-Systeme sowie Fotoresist-Belacker, Reinigungs- und
Metrologiesysteme. Das 1980 gegriindete Unternehmen mit Hauptsitz in St. Florian am Inn (Austria)
beschéftigt mehr als 1100 Mitarbeiter und betreut mit eigenen Niederlassungen in USA, Japan, Korea,
China und Taiwan sowie Reprasentanzen namhafte Produktionskunden und R&D-Partner in aller Welt.
Mehr Informationen unter www.EVGroup.com.
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